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Invenţia se referă la domeniul electronicii şi este destinată dispozitivelor de memorie şi de comutare 
utilizate în tehnica de calcul şi de comutare.  
Dispozitivul conţine o bază din Pb pe care sunt depuse succesiv un strat de absorbţie a undelor  
acustice de suprafaţă, un strat redresor din ceramică supraconductoare YBa2Cu3O7, un strat de 
dirijare din piezocristal GaAs în centrul căruia este depus un traductor interdigital din Cr-Al, iar 
între straturile redresor şi de dirijare sunt depuse contacte din Cr-Cu. Contactele din Cr-Cu sunt 
amplasate pe perimetrul unei circumferinţe şi conţin contacte longitudinale, amplasate de-a lungul 
axei cristalografice c a compusului YBa2Cu3O7, care coincid cu direcţia de propagare a undelor 
acustice de suprafaţă; contacte transversale, amplasate perpendicular axei cristalografice c a 
compusului YBa2Cu3O7, care sunt perpendiculare direcţiei de propagare a undelor acustice de 
suprafaţă; contacte intermediare, amplasate pe perimetrul circumferinţei între contactele 
longitudinale şi cele transversale. 


